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[はじめに] 

我々は、分子線エピタキシー (MBE)法と固相成長 (SPE)法を併用することで、エピタキシャル

CoFe/p-Ge/Fe3Si 縦型構造を低温で形成し[1]、その縦型構造を用いて p型 Geを介した室温スピン伝導の観測

に成功してきた[2]。しかし、p-Geのスピン拡散長は非常に小さく[2]、スピン信号は温度の上昇とともに急速

に減衰する。一方、n-Ge のスピン拡散長は、p-Ge のスピン拡散長よりも室温で 1 桁大きい[3]。そのため、

Fe3Si層上に n-Ge層を成長できれば、CoFe/Ge/Fe3Si縦型構造のスピン信号の増大が期待される。 

本研究では、Fe3Si層上に Sbを同時蒸着した Ge層を成長し、CoFe/n-Ge/Fe3Si縦型構造の作製を試みる。 

[実験方法] 

MBE法を用いて Ge(111)基板上に Fe3Si層(50 nm)を成長した

後、最表面を Si面終端した[4]。その直上に非晶質 Ge層(2 nm)を

室温堆積し、125℃で 30 分のアニール処理を施した(SPE-Ge)[1]。

その後、温度を 175℃に上げて、SPE-Ge層上に Sbを同時蒸着(セ

ル温度:280℃)した Ge層(18 nm)をMBE成長した。最後に、基板

温度を室温まで下げた後、CoFe 層(10 nm)を MBE 成長し、

CoFe/Sb-doped Ge/Fe3Si縦型構造とした。 

[実験結果] 

Fig. 1に各層を成長した後の RHEEDパターンを示す。Fig. 1(b)

から、Sbを同時蒸着してもGe層はエピタキシャル成長しており、

低温成長によって Sb の表面偏析を抑制できていることがわかる。

また、Fig. 1(c)に示すように、三層成膜後でも RHEEDはストリー

クパターンを維持している。つまり、エピタキシャル

CoFe/Sb-doped Ge/Fe3Si縦型構造の作製に成功した。 

Fig. 2に 300 Kで測定した磁化曲線を示す。二段のヒステリシ

ス曲線が観測され、CoFe, Fe3Si が Geを介して磁気的に分断して

い る こ と が 示 唆 さ れ る 。 講 演 で は 、 Au-Ti/Sb-doped 

Ge/Fe3Si/p-Ge/Al 縦型デバイスの電気伝導特性について述べ、作

製した Ge層が n型伝導を示すことについても言及する。 
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Fig.1 RHEED patterns of (a) Si-terminated 

Fe3Si, (b) Sb-doped Ge and (c) CoFe layers. 

 

 

Fig. 2 M-H curve of a CoFe/n-Ge/Fe3Si 

trilayer at 300 K. 
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